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(54) Forsterkertrin for krominanssigne=

let 1 en farvefjernsynsmodtager.

Opfindelsen angar et forstazrkertrin for krominanssignalet i en farvefjern-

synsmodtager, hvilket forstzrkertrin omfatter en fgrste transistor, hvor en styre-

elektrode er tilsluttet en indgang til forstarkertrinnet, og hvor transistorens
kollektor er tilduttet emitterne i en anden og en tredje transistor, medens kollek-
toren i den anden transistor er tilsluttet en belastningsimpedans og en udgang fra
forstzrkertrinnet, idet en spanding til pavirkning af en udgangsstgrrelse fra for-
sterkertrinnet patrykkes mellembaserne i den anden og den tredje transistor, hvorhos
en burstsignalbehandlende kreds er koblet til den navnte udgang, hvorfra kredsen
modtager et burstsignal, hvis amplitude afhznger af nawvnte spanding.

Et forstmrkertrin af denne art omhandles i beskrivelsen til DK-PS 137.159.
I dette trin er den tredje transistors kollektor over en yderligere impedans til-
sluttet den anden transistors kollektor, idet den tredje transistors kollektor

afgiver et krominanssignal, der kan pavirkes af spazndingen mellem baserne i disse

o
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transistorer. Denne spanding hidrgrer fra en kontrastjusteringskreds og kombineres
med strilestr¢mbegrensende spznding.

I den keﬁdte kobling ledes burstsignalet fra forbindelsespunktet mellem to
modstande og med en af styrespzndingen uafhengig amplitude. Dette forbindelses-
punkt danner udtag i en tramsistors kollektormodstand, hvorfor der fra udtaget
kun kan udledes en del af udgangssignalet fra transistoren, hvis fulde forstark-
ning sdledes ikke udnyttes.

Ved opfindelsen tilsigtes tilvejebragt et krominanssignalforstarkertrin,
der ogsd giver em stor forsterkning for burstsignalet under opretholdelse af for-
delene ved det kendte forstarkertrin.

Med henblik herpd er et forstarkertrin af den indledningsvis omhandlede art
ejendommeligt ved, at kollektoren i den f¢rste transistor desuden er koblet til
emitteren i en fjerde tramsistor, hvis kollektor er tilsluttet forbindelsespunktet
mellem den anden tramsistors kollektor og dens belastningsimpedans, medens en
styreelektrode i mindst &n af transistorerne i den gruppe, der bestdr af den an-
den, den tredje og den fjerde transistor, er koblet til en signalindgang til
forsterkertrinnet, hvorhos impulsen i burst-signalet bevirker passage af strgm
gennem den fjerde tranmsistor fra den f¢rste transistors kollektor til belastnings-—
impedansen ved den anden transistors kollektor og éparrer den anden tramsistor

og den tredje transistor.
Herved opnds, at forstarkningen for burstsignalet er 1lig med den maksimale

forstazrkning for krominanssignalet.

Opfindelsen forklares nzrmere i det fglgende under henvisning til den ske-
matiske tegning, hvor

fig. 1 viser et blokdiagram over en farvefjernsynsmodtager med et kromi-
nanssignalforstzrkertrin ifglge opfindelsen, hvilket trin vises med et ikke-detalje-
ret principdiagram, og

' fig. 2 et blokdiagram over en farvefjernsynsmodtager med et krominanssignal-
forstaerkertrin ifglge opfindelsen, hvilket trin, der er vist med et ikke-detaljeret
principdiagram ogsd tjener som separator for burstsignalet og krominanssignalet.

En radiofrekvens-, mellemfrekvens og detektionsdel 1 i modtageren har en
antenneindgang 3 og en udgang 5, der afgiver et lysstyrkesignal, samt en udgang
7, der afgiver et krominanssignal Chr og en udgang 9, der afgiver et synkronise-
ringssignal.

Udgangen 5 fra delen 1 er tilsluttet en indgang 11 til en lysstyrke-
signalforsterker 13. En udgang 15 fra forstarkeren 13 er tilsluttet en indgang
17 til en billedfremvisningsdel 19. En styresignalindgang 21 til forsterkerenl3
er tilsluttet en udgang 23 fra en kombinatiomskreds 25. En indgang 27 til
denne kombinationskreds 25 er tilsluttet en kontrastjusteringskreds 29, medens en

indgang 31 er tilsluttet en udgang 33 fra en generator 35 for afbgjningsstrgm-
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men og den sdkaldte EHT-spaznding. En indgang 37 til denne generator er tilsluttgt
udgangen 9 fra delen 1.

Generatoren 35 afgiver til udgangen 33 en strélestrgmmen begramsende
spending. Desuden afgiver denne generator vertikale og horigontale afbgjningsstrpmse
til billedfremvisningsdelen 19 samt impulser til to udgange 39, 41, som skal om-
tales nermere nedenfor.

Krominanssignaludgangen 7 fra delen 1 er tilsluttet en indgang &3 til
en forstzrker 45, hvis udgang 47 er tilsluttet en indgang 49 til et krominans-
signalforstaerkertrin ifglge opfindelsen.

Krominansforstzrkertrinnet 51 har en udgang 53, der er tilsluttet en
indgang 55 til en demodulator- og matrixkreds 57 og en indgang 59 til en
abningskreds 61 for burstsignalet.

Abningskredsen 61 har en indgang 63, der er forbundet med udgangen 39
fra generatoren 35, hvorfra den modtager en dbningsimpuls. Under optraden af denne
impuls er abningskredsen 61 ledende og der afgives et burstsignal til en udgang
65. Denne udgang er tilsluttet en indgang 67 til en detektor 69, der omdanner
det under abningsimpulsens virkning frembragte burstsignal til en j=vnspending, der
afgives ved udgangen 71. Denne udgang er tilsluttet em indgang 73 til forstarke-
ren 45 pa en sddan madde, at der dannes en slgjfe, der sgger at holde amplituden
af burstsignalet fra forstzrkeren 51's udgang 53 konstant.

Krominanssignalforstarkertrinnet 51 omfatter en fgrste npn-transistor
75, hvis basis er forbundet til indgangen &9, og hvis emitter er forbundet til
jord gennem en modstand 77. Udgangen 53 fra forsterkertrinnet 51 er forbundet
til kollektoren i en anden npn-transistor 79, hvis kollektor over en belastnings-
modstand 81 far tilfgrt en positiv spanding. Emitteren i den anden tramsistor er
forbundet til emitteren i en tredje npn-transistor 83. Basen i transistoren 79
modtager en spanding Vl. Bagsen 1 transistoren 83 modtager et styresignal over
indgangen 85. Denne indgang er forbundet til udgangen 23 fra kombinationskred-
sen 25 og modtager en spanding, der afhanger af kontrastindstillingen og strdle-
strgmmen. .

Kollektoren i den tredje transistor 83 er tilsluttet en positiv fgdespan-
ding uafhengigt af den anden transistor 79.

Kollektoren i tramsistoren 79 er tilsluttet kollektoren i en fjerde
npn-transistor 87, hvis emitter er tilsluttet kollektoren i transistorem 75, og
hvis basis er tilsluttet en indgang 89, der er forbundet til udgangen 41 fra
generatoren 35. Indgangen 89 modtager en positiv impuls under hver linietilbage-
1gbsperode.

En femte npn-transistor 91 er indsat mellem kollektoren i den fgrste
transistor 75 og emitteren i den anden transistor 79. Dens emitter er tilslut-

tet kollektoren i transistoren 75 og dens kollektor er tilsluttet emitteren i den
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anden transistor 79. Basen i den femte transistor 91 er tilsluttet en reference-
spanding V2.
Kollektoren i den fgrste transistor 75 og emitteren i den femte transistor

91 star desuden i forbindelse med emitteren i en sjette npn-transistor 93, hvis

kollektor modtager en positiv spanding uafhazngigt af spazndingen pa den anden tran-
sistor, og hvis basis er forbundet med en indgang 95, der er tilsluttet en kreds
97 til regulering af mztningen.

Virkemdden for krominanssignalforstzrkertrinnet 51 er fglgende: Et til
basen i den fgrste transistor 75 tilfgrt krominanssignal optrzder i forstarket
tilstand pd-kollektoren. Under den positive impuls pa basen i den fjerde transistor
87 er denne transistor ledende og transistorerne 91 og 93 er spzrret. Hele kol-
lektorstrgmmen fra den fgrste transistor 75 passerer gennem den fjerde tramsistor
87 til belastningsmodstanden 81.

Under linieskanderingsperioden har spandingen pa basen i den fjerde transi-
stor en sddan vardi, at denne transistor er sparret. Kollektorstrgmmen for transi-
storen 75 splittes mellem transistorerne 91 og 93 i et forhold, der afhznger af
spendingsforskellen mellem baserne i disse transistorer, dvs. af indstillingen af
mztningsreguleringskredsen 97.

-Den del af strgmmen, der gar gennem den femte transistor 91, splittes igen
mellem den anden transistor 79 og den tredje transistor 83 afhangigt af span-
dingsforskellen mellem baserne i disse transistorer, dvs. af kontrastjusteringen
29 og den strilestrgmmen begrznsende spanding.

Herved frembringes der ved belastningsmodstanden 81 en burstspaznding, der
er uafhengig af justeringen af kontrasten og mztningen, samt et krominanssignal,
der er afhangigt af disse parametre. Forholdet mellem disse spzndinger er desuden
uafhengigt af forstzrkningsstyrespzndingen pd indgangen 73 til forstmrkeren 45.

Det vil ses, at metningsreguleringen om gnsket kan udelades. I sa fald
udelades transistorerne 91 og 93 og emitterne i transistorerne 79 og 83 for-
bindes direkte til kollektoren i den fgrste transistor 79. Som en anden mulighed
kan justeringerne byttes om.

Desuden kan forstzrkeren 45 wudelades, medens der i koblingen anbringes en
syvende transistor f.eks. mellem kollektoren i den fgrste transistor 75 og emit-
terne i transistorerne 87, 91 og 93. Emitteren i den syvende transistor tilsluttes
kollektoren i transistoren 75 og dens kollektor tilsluttes emitterne i transisto-
rerne 87, 91 og 93.

Desuden er den fgrste transistors kollektor i s& fald tilsluttet emitteren
i en ottende tramsistor, hvis kollektor modtager en positiv fgdespanding uafhengigt
af de andre transistorer. ASK-spzndingen patrykkes mellem baserne i den syvende og

den ottende transistor.
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Om #nsket kan der for hvert reguleringsniveau i forstazrkertrinnet 51
tilfgjes en jaevnstrgmskompenseringskreds eller de forskellige niveauer kan for hale
trinnet opstilles i modtaktkonfiguration.

Endvidere kan der ogsd pd forskellig vis pltrykkes forspandinger for det
tilsvarende reguleringsniveau til f.eks. basen i den anden transistor i et transi-
storpar eller modsat varierende spandinger til baserne 1 begge transistorer i et
par. _

Den beskrevne kobling egner sig szrligt til integrerede kredse.
I fig. 2 betegnes de samme komponenter med de samme henvisningshetegnelser

som i fig. 1. For beskrivelsen af disse komponenter henvises der til i fig. l.

Den i fig. 2 viste kobling adskiller sig fra den i fig. 1 viste pé félgende
made. :

En impuls hidrgrende fra generatoren 35's udgang 4] tilfgres basen 1 den
tredje transistor 83 gennem en kombinationskreds 99, hvori impulsen kombineres
med en javnspending fra metningsreguleringskredsen 97.

Kollektoren i den tredje transistor 83 er tilsluttet den positive fgde-
spending gennem en helastningsmodstand 82 og stdr 1 forbindelse med en udgang
54, som er tilsluttet indgangen 55 til demodulator- og matrixkredsen 57,

Udgangen 33 er i direkte forbindelse med indgangen 57 til detektoren
69 uden den i fig. 1 viste burstadbningskreds 61.

Desuden er indgangen 85 tilsluttet basen i den femte transistor 91,
medens den sjette transistor (93 i fig. 1) er udeladt. Baserne i transistorerne
87 og 79 modtager spzndinger henholdsvis V3, Va.

Kontrastreguleringsspazndingen pad indgangen 85 indvirker pa strgmfordelin-
gen mellem transistorerne 87 og 91 som fglge af spandingsforskellen mellem baserne
i disse transistoref, hvilken forskel pdvirkes af denne spanding.

Af den strgm, der gir gennem den femte tramsistor 91, gar en del gennem
den tredje transistor og til modstanden 82. Denne strgmdel og dermed metningen kan
indstilles ved hjzlp af den spanding, der hidrgrer fra metningsreguleringskredsen
97.

Under burstsignalets optraden vil transistoren 83 dimidlertid spzrres sqm
félge af det impulssignal, der patrykkes mellem baserne 1 den anden og den tredje
transistor og hidrgrer fra generatoren 35's udgang 41 og den del af strgmmen, der
gdr gennem transistoren 91, gar gennem transistoren 79 og dens belastningsmod-
stand 81. Derfor kommer hele strgmmen fra transistoren 75 til altid vafhengigt
af kontrast- eller metningsreguleringen at passere gennem belastningsmodstanden
81 under burstsignalets optraden.

1 s& fald virker forstarkertrinnet 51 ogsé som separator for billedind-

holdet og burstsignaldelen 1 krominanssignalet.
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De forskellige variationsmuligheder, der omtales under henvisning til
fig. 1, gelder ogsd for demn i fig. 2 viste udfgrelsesform.

Ved en udfgrelsesform for hele trinnet i modtaktkonfiguration opnas burst-
éignalet og krominanssignalet i balanceret form, sdledes at ved anvendelse af diffe-
rentialforstzrkere kan javnstrgmsimpulser, som fglge af impulssignalet undertrykkes
- undertrykkelse for ensfasede signaler (common mode rejection) - p& indgangene til
demodulator- og matrixkredsen 57 og detektoren 69.

Det vil ses, at impulssignalet ogsa kan tilfgres basen i den anden transistor

79 og derefter med modsat polaritet dels den anden tramnsistor 79, dels den

tredje transistor 83. En transistor eller en kombination af transistorerne

87, 91, 83 kan styres af et impulssignal for at give den gnskede virkning. I den
anden udfgrelsesform kan den fgrste transistor 75 ogsd styres af et impulssignal.
Denne styring indvirker p& transistoren 87 som fglge af koblingen mellem emitter-
ne i disse transistorer. I den fgrste udfgrelsesform kan den tredje og den sjette

transistor i stedet for den fjerde styres af et impulssignal med modsat polaritet.
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PATENTKRAV

1, Forstazrkertrin for krominanssignalet i en farvef jernsynsmodtager,
hvilket forstarkertrin (51) omfatter en fgrste transistor (75) hvor en styre-
elektrode er tilsluttet en indgang (49) til forstarkertrinnet, og hvor transi-
storens kollektor er tilsluttet emitternme i en anden og en tredje transistor (79,
83), medens kollektoren i den anden transistor (79) er tilsluttet_en belastnings-
impedans (81) og en udgang (53) fra forstarkertrinnet, idet en spafding til
pavirkning af en udgangsstgrrelse fra forstazrkertrinnet patrykkes mellem baserne
i den anden og den tredje transistor, hvorhos en burst=signalbehandlende kreds
(69) er koblet til den navnte udgang (53), hvorfra kredsen modtager et burstsignal,
hvis amplitude afhanger af navnte spanding, kendetegmnet ved, at kol-
lektoren i den fgrste transistor (753) desuden er koblet til emitteren i en fjerde
transistor (87),hvis kollektor er tilsluttet forbindelsespunktet mellem den anden
transistors (79) kollektor og dens belastningsimpedans (81), medens en styre-
elektrode i mindst &n af transistorerne i den gruppe, der bestar af den anden,
den tredje og den fjerde transistor (79, 83, 87), er koblet til en signalindgang
(89) til forstarkertrinnet, hvorhos impulsen i burst-signalet bevirker passage af
strgm gennem den fjerde transistor (87) fra den fgrste transistors (75) kollektor
til belastningsimpedansen (81) ved den anden transistors (79) kollektor og sparrer
den anden transistor (79) og den tredje transistor (83).

2. Forstzrkertrin ifglge krav 1, k ende tegmnet ved, at kollekto-
ren i den fgrste transistor (75) er forbundet til emitterne i en femte og en
sjette transistor (91, 93), idet kollektoren i den femte transistor (91) er koblet
til emitterne i den anden og den tredje tramsistor (79, 83), medens kollektorkredsen
for den sjette transistor (93) er uafhangig af kollektorkredsen for den anden og
den femte transistor (79, 91), hvorhos baserne i den femte og den sjette
transistor er tilsluttet indgangsklemmer (VZ’ 95) for en variabel spandingsforskel
til styrings- eller reguleringsformal.

3. Forstazrkertrin ifglge krav 1, kendetegne t ved, at kollektoren
i den tredje transistor (83) over en belastningsimpedans (82) er tilsluttet en
spazndingsfgdekilde og en indgang (55) til en krominanssignalbehandlingskreds (57,
fig. 2).

4, Forstarkertrin ifglge krav 3, kendetegmnet ved, at kollektoren
i den fgrste transistor (75) er koblet til emitteren i en femte
transistor, at kollektoren i den femte transistor (91) er koblet til
emitterne i den anden og den tredje transistor (79, 83), og at baserne i den fjerde
og den femte transistor (87, 91) er tilsluttet indgangsklemmer (V3, 85) for en

variabel spandingsforskel til styrings- eller reguleringsformal.
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